Siemens Transistor BF111 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BF111

Video Transistor

200V / 80mA
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Siemens Transistor BF111

BF 111

Datasheet

MNPM-Transistor fiir Luminanz- und RGB-Endstufenin

Farbfernsehempfangern

BF 111 ist ein doppeltdiffundiertar NPN-Silizium-Hochfrequenz-Transistor in Pla-
nartechnik im Gehiuse 5 C 3 DIN 41873 (TO-33). Der Kollektor ist mit dem Ge-

hiusa elektrisch verbunden.

Typ | Bestellnummer
BF 111 | as2702-F153
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 1 kQ)
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Sperrschichttemperatur

Lagerternperatur

Gesamtverlustleistung (Te = 100°C)

Warmewidarstand

Kollektorsperrschicht — Luft
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause

-4

=

.-nsu -le-

Gewicht etwa 1.5 g
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Mala in mm
200 | v
5 W
80 ma,
175 “C
—-30 bis+175 | °C
3 W
= 200 grd /W
= 20 grd /W

") Wenn Uge = 100V und R, = 2.5 kQ ist. kann P, kurzzeitig (Eingchaltmoment) bis 3.5W batragen,

wann die dbrigen Grenzdaten eingehalien werden,
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BF 111
Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Kollektor- Emitter- Reststrom (Uces = 160 V) Tegps < 200 A,
Stromverstarkung (I = 60 ma; U = 20V) g = 20
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Transitfrequenz (I. = 20 mA; Uge = 200V) fr 120 | MHz
Rackwirkungskapazitdt (1. = 1 mA; U = 20V ;
f=1MHz) =Ci2q 1.8 pF
Ruckwirkungszeitkonstante |
(Ic =10 mA; Uge = 20 V. f = 2,5 MHz) FopCirs <100 | psec
Hochfrequenz- Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung |
(I =60 mA; Tz = 100°C: f = 0.5 MHz:
AL =3k0) Uegsarur | 20 v

'} Dia Hochfrequanz- Kollektor- Emitter- Sattigungsspannung ist die Spannung, bei der dia Kleinsignai-

varstarkung entlang dar Widerstandsgeraden auf 8037 des Maximalwertes abgesunken ist.
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